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AP19177332 «Вакуумды ортада стехиометриялық 

балқыту әдісі мен газдық фазада химиялық тұндыру 

(CVD) әдістері арқылы алынған екіөлшемді ауыспалы 

металдардың дихалькогенидтерінің қасиеттері.» 

Жоба өзектілігі 

 

Екіөлшемді ауыспалы металдардың 

дихалькогенидтерін қысқа мерзімде әрі экономикалық 

жағынан тиімді әдіспен алу тәсілдерін құрастыру және 

алынған екіөлшемді құрылымдарды электроника мен 

оптоэлектроникада қолданудың артықшылықтарын 

қарастыру. 

Жоба мақсаты 

 

Вакуумды ортада стехиометриялық балқыту 

әдісі мен газдық фазада химиялық тұндыру (CVD) 

әдістерімен алынған екіөлшемді ауыспалы 

металдардың дихалькогенидтерінің оптикалық және 

электрлік қасиеттерін зерттеу. 

 

Жоба міндеттері 1. Вакуумды ортада стехиометриялық балқыту әдісі 

мен газдық фазада химиялық тұндыру әдістері арқылы 

құрамы химиялық таза ауыспалы металдардың 

дихалькогенидтерін MX2 (M=Mo,W; X=Se,S) алудың 

оптималды параметрлерін таңдаудың технологиясына 

қол жеткізу. 

2. Алынған MX2 кристалдарды микромеханикалық 

ажырату әдісі арқылы қалыңдығы бірнеше атомдық 

қабаттардан тұратын  екіөлшемді құрылымдарды Si 

немесе SiO2 төсеніштеріне отырғызу 

3. Жарықтың комбинациялық шашырауы құрылғысы 

арқылы микромеханикалық ажырату әдісі арқылы 

алынған екіөлшемді құрылымдардың қалыңдықтарына 

тәуелді люминесценциясын зерттеу. 

4. Si немесе SiO2 төсеніштеріне отырғызылған әртүрлі 

қалыңдықтағы MX2 негізіндегі екіөлшемді 

құрылымдарға ВУП-5 құрылғысында Al немесе Au 

элементтерінен контакттар жасау. 

5. Al немесе Au контактілі екіөлшемді құрылымдардың 

вольт-амперлік сипаттамасын, жарық сезгіштік 

қабілетін т.б. электрлік және оптикалық қасиеттерін 

зерттеу. 

6. MoSe1-xSx және WSe1-xSx негізіндегі екіөлшемді 

құрылымдардың модификацияларын жоғарыда 

келтірілген 1-5 міндеттердегідей қайталап, 

электроника мен оптоэлектроникаға қажетті жарық 

сезгіштігі жоғары материалдарға қол жеткізу. 

Күтілетін және қол жеткізілген 

нәтижелер 

Жобада алынатын MX2 (M=Mo,W; X=Se,S) 

қосылыстарынан тұратын екіөлшемді 

наноқұрылымдар оптикалық және электрлік 

қасиеттерінің ерекшеліктеріне қарай электроника мен 

өндірісте қолданылатын құрылғыларды жарық сезу 

қабілеттерін арттыруда, эмиссиялық тоқтың 



тығыздығына орай құрылғы қуаттарын арттыруда, 

жарық шығару қасиеттеріне орай жарық диодтарына 

т.б. ғылым мен техника салаларына қолдану 

қарастырылмақ. Өз кезегінде сипаттамаларымен басым 

болған материалдарға патенттер берілмек. Мысалы, 

WSe2 екіөлшемді құрылымы үшін Nature журналының 

соңғы санында жарияланған мақалаларға сүйенсек 

каналы 100 нм-ден екіқабатты құрылымнан жасалған 

транзистордың ашық күйде өткен тоқтың тығыздығы 

1.0 mA μm−1-ден жоғары және кедергісі 1 кОм-нан 

төмен мән көрсеткен. Осы және жоғарыда айтылған 

өзге де  қасиеттерін ескеретін болсақ ғылым мен 

технология үшін аса маңызды материалдар екенін 

көруге болады.  
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